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HANDHELD




Introduccion al Estandar DVB-H

El estandar DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) es una
modificacion del estandar DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).

Los cambios mas destacables se enumeran a continuacion:




Introduccion al Estandar DVB-H

Informacion general del estandar:

»Los canales los recibe de la misma forma que llega la television digital
terrestre.

» Aporta calidades y formatos de audio y video muy superiores a lo que
estamos acostumbrados .

»En Europa sustituira a la TV tradicional en abierto.

»Para la recepcién de la sefial no intervienen las operadoras moviles.
»Va dirigido no solo a moviles, sino también PDAS, videoconsolas
portatiles...

» Los moviles para recibir la sefial tendran que ser de 2G o 3G.



Introduccion al Estandar DVB-H
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Introduccion al Estandar DVB-H

Esqguema de un receptor para DVB-H
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Disefiar un amplificador de bajo ruido (LNA) con
tecnologia S35D4 para el estandar DVB-H completamente
integrado que cumpla con las especificaciones necesarias

para formar parte de un receptor DVB-H.



OBJETIVOS

Caracteristicas del LNA:

Ganancia de potencia (dB)
IIP3 (dBm)
Figura de ruido (dB)

Consumo (mW)

Impedancia de entrada (Ohm)

Impedancia de salida (Ohm)

20
0
2.5
Menor posible
50

50



BLOQUE 1:

INTRODUCCION

OBJETIVOS

TECNOLOGIA S35D4

TEORIA DE LOS LNAs




TECNOLOGIA S35D4

NMOS NPN121 PMOS

4 metales y 2 polys

Elementos pasivos .I
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Transistores MOSFET
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TECNOLOGIA S35D4

MOSFET

BIPOLAR (HBT)
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TEORIA DE LOS LNAs

Amplificador emisor comun




TEORIA DE LOS LNAs

LNA para banda ancha

Red
adaptacién
entrada




TEORIADELOSLNAs

Consideraciones de banda ancha

» Adaptacion de entrada de banda ancha




TEORIA DE LOS LNAs

Consideraciones de banda ancha

» Adaptacion de entrada de banda ancha

Filtros en escalera o ladder filters
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TEORIA DE LOS LNAs

Consideraciones de banda ancha

» Adaptacion de entrada de banda ancha




TEORIA DE LOS LNAs

Consideraciones de banda ancha

» Carga de banda ancha

Carga RC

BWrc = 1/RC



TEORIA DE LOS LNAs

Consideraciones de banda ancha

» Carga de banda ancha

Series-peaking
Variamos Lseries
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Mejora BWrc* 1.41



TEORIA DE LOS LNAs

Consideraciones de banda ancha

» Carga de banda ancha

Shunt-peaking
Variamos Lshunt
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TEORIA DE LOS LNAs

Consideraciones de banda ancha

» Carga de banda ancha

Shunt-series-peaking

Variamos Lseries y Lshunt

I—shunt

I—series




TEORIA DE LOS LNAs

Estructura propuesta 1




TEORIA DE LOS LNAs

Amplificador realimentado resistivamente




TEORIA DE LOS LNAs

Estructura propuesta 2




TEORIA DE LOS LNAs
ESTRUCTURAS PROPUESTAS

Cascodo Cascodo realimentado
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DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO
ESTRUCTURA PROPUESTA 1: CASCODO




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Los pasos que vamos a seguir para el disefio de este circuito
son los siguientes:

s Con




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Minima figura de ruido frente a la

corriente de polarizacion.




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Los pasos que vamos a seguir para el disefio de este circuito

son los siguientes:




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

]'_,n:_w.-'-p ass




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

High-pass

Low-pass




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Los pasos que vamos a seguir para el disefio de este circuito

son los siguientes:




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO
SEGUNDO DISENO: CASCODO REALIMETADO




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Los pasos que vamos a seguir para el disefio de este circuito
son los siguientes:

mmmm) Con



DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Minima figura de ruido frente a la

corriente de polarizacion.
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DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Los pasos que vamos a seguir para el disefio de este circuito

son los siguientes:




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO
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DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

500 600 700 600 700 800 900
freq, MHz freq, MHz
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DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

freq (400.0MHz to 900.0MHz)




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO
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DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Los pasos que vamos a seguir para el disefio de este circuito

son los siguientes:




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO
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DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

600 700
freq, MHz




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO
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DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

|

freq, MHz




DISENO A NIVEL DE ESQUEMATICO

Frecuencia de trabajo (MHz) De 470 a 862
Consumo(mw) | a4
Ganancia de potencia (dB) 19 max-A 10

Figura de ruido (dB)
1IP3 (dBm)

Impedancia de entrada ()

—

Impedancia de salida (€2)
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DISENO A NIVEL DE LAYOUT

—m— Esquematico
—e— Typical case
—4-— Worst case

Freq (MHz)




DISENO A NIVEL DE LAYOUT
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DISENO A NIVEL DE LAYOUT

—m— Esquematico
—e— Typical case
—4—Worst case
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DISENO A NIVEL DE LAYOUT

Esquematico

400M 500M 600M 700M 800M
Frecuencia

500M 600M 700M 800M 900M
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MEDIDAS DEL DISENO




MEDIDAS DEL DISENO

Set-up parametros S
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MEDIDAS DEL DISENO

Parametros S en frecuencias de 250 MHz hasta 3 GHz
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MEDIDAS DEL DISENO
Parametros S en frecuencias de 450 MHz hasta 900 MHz
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MEDIDAS DEL DISENO

Ganancia en frecuencias hasta 3 GHz variando VGain

vgainl
vgainl.5
vgain2
vgain2.5

1500 2000 2500 3000
Freq (MHZz)




MEDIDAS DEL DISENO

Ganancia en la frecuencia de trabajo variando VGain
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MEDIDAS DEL DISENO
Set-up medida del ruido

- Telefonia Movil
- Ordenadores
- Emisoras de ruido

- Luces fluorescentes

Generador de ruido 3 e f'
I-l‘l DUT Ilim-j

Evitar las interferencias que pueden afectar a la medida de figura de ruido.




MEDIDAS DEL DISENO
Set-up medida del ruido

(a) Calibracién

(b) Medida

Generador de ruido

La medida de la figura de ruide requiere dos pasos:
(a) Calibracion, (b) Medida del DUT.




MEDIDAS DEL DISENO
Set-up medida del ruido

Componentes anteriores al
pDuT: estan colocados

Mo se incluyen en el ciclo despues del DUT
de calibracion. Estas
perdidas las sum aremos

e — (h) Medida = ——

‘_—,.

L——

Usamos los mismos
COH ponentes que en
la calibracion

Los componentes que estwbieron en el ciclo de calibracion (a) deben colocarse después del DUT
durante la medicién (b). Los componentes que se encuentran entre el generador de ruido y la
entrada del DUT ne seran incluidos en el ciclo de calibracion.




MEDIDAS DEL DISENO
Set-up medida del ruido

Bias-T Cable
corto




MEDIDAS DEL DISENO
Set-up medida del ruido
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MEDIDAS DEL DISENO
= Set-up medida del ruido




MEDIDAS DEL DISENO
Set-up medida del ruido
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MEDIDAS DEL DISENO
Set-up medida del ruido
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MEDIDAS DEL DISENO

Set-up medida de la linealidad

FUENTE DE ALIMENTACION
GENERADOR DE SENAL
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MEDIDAS DEL DISENO
e Set-up medlda de F! Imealldad
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MEDIDAS DEL DISENO
Medida de la linealidad
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CONCLUSIONES

Simulaciones
post-layout
LNA
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CONCLUSIONES

Andreas

Kiampe

Patrick

Antoine

Tecnologia

CMOS

SiGe

vdd (V)

33

33

2.8

Consumo (mW)

11,25

36

47,6

Frec. De medida
(MHz)

470-862

470-862

470-862

Ganancia de
potencia(dB)

15

26

14

11P3 (dBm)

6

45

12

NF (dB)

2,7

41

8

Referencia

Este

proyecto

22]




CONCLUSIONES T

— Publicaciones en congresos internacionales:

*“A SiGe Front-End for a portable DVB-H Receiver” en el XXII Conference
on Design of Circuits and Integrated Systems (Sevilla 2007)
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PRESUPUESTO

Descripcion Gastos

209,15€

Costes de recursos humanos

Costes de ingenieria 32.256€

Costes de amottizacion 237.8€

Costes de medida 1099,23€

450€

Costes de fabricacidén

Otros costes 151,00€

PRESUPUESTO FINAL 34.403,18€

TOTAL (IGIC 5%) 36.123,77€
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